
(Ö Silizium-pnp-Legierungstransistor SC 100 

Der Transistor ist ein Si-pnp-Flächentransistor in der Bauform B 1 (entspricht 
TO 5). 
Der Einsatz ist vornehmlich für NF-Schaltung mittlerer Leistung. 

Statische Kennwerte (für 9, = 25 °C —5 grd) 

Kollektorrestströme 

—Iceo = 0,1 A (bei —Uce 
—Iceo = 0,54A (bei —Uce 

6V) 
10 V) 

Gleichstromverstärkung 

—I8 = 40< 150uA (bei —Uce = 6V, 
—B = 3< 18mA (bei —Ucg =1V, 
—Uge = 550 < 650 mV (bei —Uce = 6V, 
—Uge = 0,9< 1,5V (bei —Uce =1V, —Ic = 50 mA) 

Restspannung 

—Uceo =1<1,2V (bei Ig = 50 mA) 
—UCE sa =0,4V (bei —Ic = 50 mA, —lg = 25 mA) 

Grenzfrequenz in Basisschaltung 

fpzı o = 2,3 > 0,8 MHz (bei —Ucg = 6 V, —Ic = 1mA) 

Vierpolwerte in Emitterschaltung 
(bei —Uce = 6 V, —Ic = 1 mA, fm = 1 kHz) 
hzte 
hite 
hize 
h2ze = 100 > 104S 

Basisbahnwiderstand 

rob’ = 60 > 250 (bei —Uce = 6 V, —c =1mA, 
fm = 5 MHz) 

Kollektorkapazität 

Cc = 60 > 20 pF (bei —Uce = 6 V, —Ic=1mA, fm= 5MHz) 

Schaltzeitkonstanten (bei Ucgesa: = 6 V, Icer = 50 mA) 

1,3 > 0,6 us 
3.2>1,1us 

Rauschfaktor 

6 < 15 dB (bei —Ucg = 1V,—Ic = 0,5 mA, fm = 1,2 kHz) 

Abmessungen 

Masse ca. 1 g 
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Grenzwerte (für , = 45 °C) 

Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor SC 100 
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